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Porous Silicon Nanowires (PS-NWs) represent very promising electronic devices with a wide range of applications, all taking advantage of the irregular microscopic structure of PS. The strong variability of the electrical properties of the material with technological process makes computer simulation of PS-nanowires a cumbersome task. Here we present a simple model of PS-NWs which can be implemented for simulations in physics-based software TCAD Atlas thus giving a contribution to the investigation of the effects of the peculiar structure on the material resistivity. Extensive simulations have been performed on PS-Nws with microscopic characteristics deduced from our experimental fabricated devices. We investigated the dependence of current from applied voltage and channel doping also in relation with the electrical field inside the device and with the carriers' mobility. Finally we suggest an electrical model for PS-NWs easily implemented in commercial circuit simulators (Eldo in this case). It will allow to exploit the actual simulation tools also for the analysis and design of circuits where PS-based devices are present.



Methodology modeling of MaE-fabricated Porous Silicon Nanowires / Antidormi, Aleandro; Chiabrando, Diego; Graziano, Mariagrazia; L., Boarino; Piccinini, Gianluca. - (2014), pp. 1-4. (Intervento presentato al  convegno Microelectronics and Electronics (PRIME), 2014 10th Conference on Ph.D. Research in tenutosi a Grenoble nel June 30 2014-July 3 2014) [10.1109/PRIME.2014.6872732].
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				Abstract

				Porous Silicon Nanowires (PS-NWs) represent very promising electronic devices with a wide range of applications, all taking advantage of the irregular microscopic structure of PS. The strong variability of the electrical properties of the material with technological process makes computer simulation of PS-nanowires a cumbersome task. Here we present a simple model of PS-NWs which can be implemented for simulations in physics-based software TCAD Atlas thus giving a contribution to the investigation of the effects of the peculiar structure on the material resistivity. Extensive simulations have been performed on PS-Nws with microscopic characteristics deduced from our experimental fabricated devices. We investigated the dependence of current from applied voltage and channel doping also in relation with the electrical field inside the device and with the carriers' mobility. Finally we suggest an electrical model for PS-NWs easily implemented in commercial circuit simulators (Eldo in this case). It will allow to exploit the actual simulation tools also for the analysis and design of circuits where PS-based devices are present.
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.

				
					Annulla
					procedi
				

			

		

	


		
		
			
				Errore

										
			

								
				
					Errore

					

				

			

		

	
	





		
	

	


	
		Powered by IRIS	-	about IRIS	-	Utilizzo dei cookie	-	Privacy	

	
		





	[image: Logo CINECA]
	
 Copyright © 2024 

